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2. 

3. 



Thiis REPORT atnsists uf a lutal of 



shrei^, inclixJing this tM»vf.r sht-ei. 



This report is also accompanied by ANNEXES, con^rising: 

(sent to the appUcatii and lo ihe International Bureau) a total of ^ 



sheets, as follows: 



□ 



:iheels uf the dctscTipl ii>n, claims and/ur drawings which Hjivk been amenilr.d and arc the basi.s for this re^jt^rl and/or 
sheets containing rectifications authorized by this Authority (see Rule 70. 16 and Section 607 of the Administrative 
Instructions). 

sheets which sui>ersede earlier sheets, but which this Authority considers contain an amendment thai goes beyond 
the disclosure in the international application as filed, as indicated in item 4 of Box No. I and the Supplemental 
Box. 



h, I I {sent to the Intemationai Bureau only) a total of (indicate type and number of electronic canieits)) 



. containing a sequence listing and/or tables 
related thereto, in computer readable form only, as indicated in the Supplemental Box Relating to Sequence Listing (see 
Section 81)2 of the Administrative Instructions). 



This report contains indications relating to the following items: 
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Non-cslahlishmcnt of opinion with regard to novelty, inventive step and indii.stria) applii abjliiy 
Lack of unity of invention 

Rcasnimd sUitcmc-.iit niidrr Aitii lr. 35(2) with rc:g;u d 1u novcdty. invriilivc sirp oi itiiliislri.il ;ipplii iibilil y; 
citations and explanations supporting such statement 

Certain documents cited 

Certain defects in the international application 

Certain observations on the international application 
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Intcrnatioruil application No. 

PCT/DE2005/000559 



Box No. I 



Busis i>f llic rupurl 



L Wiih rtigaril lo Ihc luiiguu]t»c. (hi^ rcpurl in bi»scd on Ihc. irilcrnuliunitl applicaliun in ihe. lunguauc- in which il was lilul. uiilts.s olhci wist; 
intiicuied undo* this item. 



This report is based on translations from the origiajl language into the following language ' 

*— ' which is the language of a translation furnished for the piir|X>ses of: 

imernation;d search (Rule 12.3 and 23.1(b)) 

□ puhlii'.alion itf ihtt Inlernalional application (Rule 12.4) 

intcrnaiionid prcliniimu'y examination (Rule S5.2 and/or 55. 3) 

With regard lo the elvinvnl.<< of the international application, this report is based on (replacement shceta which ha\><; been jitrnUheii to the 
reaiiving Office in response to an invitation under Article 14 are referred to in this report as "originaiiyjUrd' and are not annexed to 
this report): 

1 ^ \ ihc intci national :ipplicalio(i as niiginally rilr-d/fiM iii.'ihrd 
the description: 

pages 1-20 

m 

pages* 

pages* 



as originaUy tileti/f ui iiished 



received by this Authority on 
received by this .A.uthorily on 



13 



the claims: 



nos. 



nos. 



nos. 



nos.' 



as originally filed/furnished 



as amended (together with any siaiemcni ) under Aniclc 19 

23.12.2005 with letter 



1-15 



recci vcd by thi s Authori I y on of 23.12.2005 
received by ihis -^.ulhority on 



IE! 



the drawings: 

sheets 1/5-5/5 

sheets* 

sheets* 



as originally filed/ furnished 



received by this .Authority on 
received by this .\uthority on 



I I a sequence listing and/or any related tablc(s) - sec vSuppIeoiental Box Relating to Sequence Listing. 

□ The amend menu have resulted in the canccllaliun of: 

□ the description, pages . 

I he i- Iii i ms, no5i. 

the drawings, sheels/figs 

t ] ic seq uc ncc li st i ng (\p erify): 

any tablc(s) related lo sequence listing (specijy): j. 



□ This report has been established as if (some of) the amendments annexed lo this report and list«l below had i»ot been madf. since 
they have been considered to go bcvond the disclosure as filed, as indicated in the Supplemenial Box (Rule 70.2(c)). 

□ 

the dcsciipl inn. pages ^ ^ — 

the claims, nos. . - 

the drawings, shccts/figs , . 

the sequence listing (specify): 

any labic(s) related to sequence listing (specify): 

If item 4 applies, some or all of those sheets may be marked "superseded. " 
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Box No. V Rcusoncd stutcn)ciU under A rtldc 35(2) with rc^urd lo novelty, inventive step or indiistriul uppOicaliility; 

citations and i;x pi anal ions supporting siieh stalcnienl 


1. Statcniem 










Novelty (N) 


Claims 


1-15 




YliS 




Claims 






NO 


Inventive sle[) (IS) 


Clainis 


1-15 * 




YES 




Claims 






NO 


Industrial applicability (lA) 


Claims 


1-15 




Y1?.S 




Claims 






NO 



2. Citations and explanations (Rule 70.7) 

Reference is made to the following document: 



Dl: SOMEYA T ET AL,: "Integration of organic fiei-effect 
transistors and rubbery pressure sensors for 
artificial skin applications" INTERNATIONAL ELECTRON 
DEVICES MEETING 2003. lEDM. TECHNICAL DIGEST. 
WASHINGTON, DC, DEC 8-10, 2003, NEW YORK, NY: IEEE, 
US, 8 December 2003 (2003-12-08), pages 203-206 
XP010683992 ISBN: 0-7 803-7 872-5 

Document Dl is considered to be the closest prior art to 
the subject matter of claim 1. It discloses (the 
references between parentheses refer to this document) : 

a force sensor based on an organic field effect 
transistor that is supplied to a substrate and has an 
active layer which acts as a force-sensitive layer and is 
composed of pentazene, in which a mechanical force which 
acts on the transistor is transmitted to the active layer 
which brings about a change in the source-drain voltage 
which corresponds to this force, or in the source-drain 
current of the organic field-effect transistor, which 
changes can be respectively sensed as a measurement: 
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Inlcrnolioruil npplictitioii No. 


INTERNATIONAL PRISLIMINARY REPORT ON PATENTABILITY 


PCT/DE2005/000559 



Hox No. V Reasoned stotcnienl under Article 35(2) with reuurd to novelty, inventive .step or iiuiiislriiil nppiicubiliiy; 

eitiitions and cxphimittons siippurling such .st!iU;niKni 



variable for the acting force. 



The subject matter of claim 1 therefore differs from the 
known force sensor in that the active layer which' acts as 
sensitive to the force is arranged between the source 
electrode and the drain electrode of the transistor. 



The subject matter of claim 1 is thus novel 
(PCT Article 33 (2) ) . 



The problem addressed by the present invention can 
therefore be considered that of making possible a force 
sensor which can be manufactured cost effectively. 

The solution to this problem, as proposed in claim 1 of 
the present application involves an inventive step for 
the following reasons (PCT Article 33(3)): 

The international search report citations do not contain 
any teaching which would prompt a person skilled in the 
art concerned with the abovement ioned problem to change 
or adapt the force sensor according to document Dl in 
order to arrive at anything covered by claim 1, 

Claims 2-15 are dependent on claim 1 and thus also meet 
the PCT requirements for novelty and inventive step. 
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Internalionai iipplicalion No. 
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Bux No. VI Curtuin clucunivnlij cilcd 

Publicalion date Filing dale Prioriiy Haie (valid claim) 

idixy/ftumih/yaar) y/f nonth/\e.a r) jihy/monXWytutr) 



2. Non-\vritlen disclosures (Rule 70.9) 

Kind of non-wrinen disclosure 



See supple mental sheet 

Foi-ni IH:T/IPEA/4W (Box No. VI) Uanuary 2004) 



1. Certain published documents (Rule 70. 10) 

Application No. 
Pnlent No. 



D;tlt* wrilir.n diM.lo^urt; 
Dale of non-wrintn disclosure refeninj; i«> non-wi iucn disclosure 
(diw/month/ycar) (day/imyfWWycar) 
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Internaliuiu^l Mijplicuiion No. 

PCT/DE2005/000559 



Supplfiiiisntul Box 



In CUM.'. Iliu space in any of llie preceding boxes is not sufricieiit. 
Conti mint ion of: 

Box VI 



Reference is made to the following document: 

D7: WO 2004/077500 A (INFM INSTITUTO NAZIONALE PER LA 
FISICA DELLA MATERIA; BONFIGLIO, ANNALI) 
10 September 2004 (2004-09-10) 

It is to be noted that the priority date (2002-02-28) and 
the application date (2004-02-27) of the international 
patent application D7 occur before the priority date of 
the present application and that the subject matter of 
claims 1-9 of the present application is disclosed by 
this document (see the corresponding text references 
given in the international search report) . 
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VERTRAG UBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENAR, 

GEBIET DES PATENTWESENS 



UF D 



AUG 



PCT 
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4NTERNATI0NALER VORLAUFIGER BERICHT UBER DIE 

PATENTIERBARKEIT 

(Kapitel II des Vertrags uber die Internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens) 



Aktenzelchen des Anmelders oder Anwalts 
1 3584 Kolmk 



Internationales Aktenzelchen 
PCTA3E2005/000559 



WEITERES VORGEHEN 



slehe Formblatt PCT/IPEAM16 



Inlernationales Anmeldedatum fTag/MonaWahr) 
30.03.2005 



Piiorlt^itsdatum (Tag/MonatOahr) 
01.04.2004 



Internationale Patentklasslfikallon (IPC) Oder natlonale Klassifikation und IPC 
INV. G01L9A)0 H01L51/20 G06F3/D33 G06K9>00 



Anmelder 

INFINEON TECHNOLOGIES AG et al. 



1 . Bei diesem Bericht handelt es sich um den internationalen vorlaufigen PrOfungsbericht, der von dor mit der 
internationalen vorlaufigen Prufung beauftragten Behorde nach Artikel 35 erstellt wurde und dem Annnelder gemaB 
Artikel 36 Ubermittelt wird. 

2. Dieser BERICHT umfaBt insgesamt 5 Blatter einschlieBlich dieses Deckblatts. 

3. AuBerdem liegen dem Bericht ANLAGEN bei; diese umfassen 

a. ^ (an den Anmelder und das Internationale Buro gesandt) insgesamt 4 Blatter; dabei handelt es sich um 

El Blatter mit der Beschreibung, AnsprOchen und/bder Zeichnungen, die geandert wurden und diesem Bericht 
zugrunde liegen, und/bder Blatter mit Berlchtigungen, denen die Behorde zugestimmt hat (slehe Regel 
70.1 6 und Abschnitt 607 der Verwaltungsvorschr'iften). 

□ Blatter, die frOhere Blatter ersetzen, die aber aus den In Feld Nr. 1, Punkt 4 und Im Zusatzfeld angegebenen 
GrOnden nach Auffassung der Behorde eine Anderung enthalten, die Qber den Offenbarungsgehall der 
internationalen Anmeldung in der ursprOnglich elngerelchten Fassung hinausgeht. 

b. □ (nuran das Internationale BOro gesandt) Insgesamt (bitte Art und Anzahl der/bes elektronischen Daientrager(s) 

angeben) , der/die ein Sequenzprotokoll undvbder die dazugehorigen Tabellen enthalt/enthalten, nur in 
elektronischer Form, wie im Zusatzfeld betreffend das Sequenzprotokoll angegeben (siehe Abschnitt 802 der 
Verwaltungsvorschriften). 



4. Dieser Bericht enthalt Angaben zu folgenden Punkten: 



Feld Nr. I 

□ Feld Nr. II 

□ Feld Nr. Ill 

□ Feld Nr. IV 
iSI Feld Nr. V 



Feld Nr. VI 

□ Feld Nr. Vll 

□ Feld Nr. VIII 



Grundlage des Berichts 
Prioritat 

Keine Erstellung eines Gutachtens Ober Neuheit, erfinderische Tatigkeit und gewerblicho 
Anwendbarkeit 

Mangelnde Einheltlichkeit der Erfindung 

Begrundete Feststellung nach Arikel 35(2) hinsichtllch der Neuheit. der erfinderischen Tatigkeit 
und der gewerbllchen Anwendbarkeit; Unterlagen und ErklSrungen zur Stiitzung dieser Feststellung 

Beslimmte angefOhrte Unterlagen 

Bestimmte Mangel der internationalen Anmeldung 

Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung 



Datum der Einrelchung des Antrags 



12,12.2005 



Name und Postanschrift der mit der Internationalen vorlduflgen 
PrOfung beauftragten BehOrde 

Europaischos Patentamt - P.B. 581 8 Patentlaan 2 

JNL-2280 HV Rijswljk - Pays Bas 
Tel. +31 70 340 - 2040 Tx: 31 651 epo nl 
Fax: +31 70 340 - 301 6 



Datum der Fertlgsteltung dieses Berichts 



1 1 .08.2006 



Bevollmachtigter Bediensleter 
Debesset, S 

Tel. +31 70 340-4802 



( J 



Formblatt PCT/lPEA/409 (Deckblatl) (April 2005) 



INTERNATIONALER VORLAUFIGER BERICHT 
UBER DIE PATENTIERBARKEIT 



Internationales Aktenzeichen 
PCT/DE2005/000559 



Feld Nr. I Grundlage des Berichts 

1 . Hinsichtlich der Sprache beruht der Bescheid auf 

IS der Internationa len Anmeldung In der Sprache, in der sle eingereicht wurde. 

□ einer Ubersetzung der internationalen Anmeldung in die folgende Sprache , bel der 

es sich urn die Sprache der Ubersetzung handelt, die fur folgenden Zweck eingereicht worden ist: 

□ Internationale Recherche (nach Regein 12.3 a) und 23.1 b)) 

□ Verdffentlichung der internationalen Anmeldung (nach Regel 12.4 a)) 

□ Internationale vorlaufige Prufung (nach Regein 55.2 a) und/oder 55.3 a)) 

2. Hinsichtlich der Bestandteile* der internationalen Anmeldung beruht der Berlcht auf (Ersatzblatter, die dem 
Anmeldeamt aufeine Aufforderung nach Artikel 14 bin vorgefegt warden, geiten im Rahmen dieses Berichts ais 
"ursprunglich eingereicht" und sind ihm nicht beigefugt): 



Beschreibung^ Seiten 

1-20 in der ursprunglich eingereichten Fassung 
Anspruche, Nr. 

1-15 eingegangen am 23.1 2.2005 mit Schr elben vom 23. 1 2.2005 
Zeichnungen, Blatter 

1^5-5/5 In der ursprQnglich eingereichten Fassung 



□ einenn Sequenzprotokoll und/oder etwaigen dazugehdrlgen Tabellen - siehe Zusatzfeld betreffend das 
Sequenzprotokoll 

3. □ Aufgrund der Anderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen: 

□ Beschreibung: Seite 

□ Anspruche: Nr. 

□ Zeichnungen: Blatl/Abb. 

□ SequenzproXokoW (genaue Angaben): 

□ etwaige zum Sequenzprotokoll gehorende Tabellen (genaue Angaben): 

4. □ Dieser Berlcht ist ohne Berucksichtigung (von einlgen) der diesem Bericht beigefugten und nachstehend 
aufgelisteten Anderungen erstellt worden, da diese aus den im Zusatzfeld angegebenen Grunden nach 
Auffassung der Behorde uber den Offenbarungsgehalt in der ursprDnglich eingereichten Fassung hinausgehen 
(Regei 70.2 c)). 

□ Beschreibung: Seite 

□ Anspruche: Nr. 

□ Zeichnungen: Blatt/Abb. 

□ Sequenzprotokoll (genaue Angaben): 

□ etwaige zum Sequenzprotokoll gehorende Tabellen (genaue Angaben): 

* Wenn Punkt 4 zutrifft, konnen einige oder alle dieser Blatter mit der Bemerkung 
"ersetzt" versehen werden. 
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INTERNATIONALER VORLAUFIGER BERICHT 
UBER DIE PATENTIERBARKEIT 



Internationales Aktenzelchen 
PCT/DE2005/000559 



Feld Nr. V Begriindete Feststellung nach Artikel 35 (2) hinsichtlich der Neuheit, der erfindcrischen 
-Tatigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur StQtzung dieser 
Feststellung 

1. Feststellung 

Neuhelt(N) Ja: AnsprOche 1-15 

Nein: AnsprQche 
Erfinderische Tatigkelt (IS) Ja: Anspriiche 1-15 

Nein: AnsprQche 

Gewerbliche Anwendbarkeit (lA) Ja: Anspriiche: 1-15 

Nein: Anspriiche: 

2. Unterlagen und Erklarungen (Regel 70.7): 
siehe Beiblatt 



Feld Nr. VI Bestimmte angefiihrte Unterlagen 

1. Bestimmte verdffentlichte Unterlagen (Regel 70.10) 
und/ Oder 

2. Nicht-schriftllche Offenbarungen (Regel 70,9) 
siehe Beiblatt 
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INTERNATIONALER VORLAUFIGER 
BERICHT ZUR PATENTIERBARKEIT 
(BEIBLATT) 



Internationales Aktenzelchen 
PCT/DE2005/000559 



Zu Piihkt V ' — - ■ 

Es wird auf das folgende Dokument verwiesen; 

D1 : SOMEYA T ET AL: "Integration of organic field-effect transistors and rubbery 
pressure sensors for artificial skin applications" INTERNATIONAL ELECTF50N 
DEVICES MEETING 2003. lEDM. TECHNICAL DIGEST. WASHINGTON, DC, DEC 
8- 10, 2003, NEW YORK, NY : IEEE, US, 8. Dezember 2003 (2003-12-08), Seiten 
203-206, XP01 0683992 ISBN: 0-7803-7872-5 

Das Dokument D1 wird als nachstliegender Stand der Technik gegenuber dem 
Gegenstand des Anspruchs 1 angeselien. Es offenbart (die Verweise in Klammern 
beziehen sich auf dieses Dokument): 

einen Kraftsensor auf der Basis auf einem Substrat aufgebracliten organischen 
Feldeffekttransistors mit einem als kraftsensitive Schicht wirkenden aktiven Schicht aus 
Pentazen, bei dem sicli eine auf den Transistor einwirkende mechaniscfie Kraft auf die 
aktive Schicht (ibertragt, die eine dieser Kraft entsprechende Anderung der Source- 
Drainspannung Oder des Source-Drainstroms des organischen Feldeffekttransistors 
verursacht, die jeweils als MessgroBe fur die einwirkende Kraft erfassbar sind. 

Der Gegenstand des Anspruchs 1 unterscheidet sich daher von dem bekannten 
Kraftsensor dadurch, daB die als Kraftsensitive einwirkende aktive Schicht zwischen 
der Sourceelektrode und der Drainelektrode des Transistors angeordnet ist. 

Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist somit neu (Artikel 33(2) PCT). . 

Die mit der vorliegenden Erfindung zu losende Aufgabe kann somit darin gesehen werden, 
einen kostengiinstig herstellbaren Kraftsensor zu ermoglichen. 

Die in Anspruch 1 der vorliegenden Anmeldung fur diese Aufgabe vorgeschlagene Losung 
beruht aus den folgenden Griinden auf einer erfinderischen Tatigkeit (Artikel 33(3) PCT): 

In den im internationalen Recherchenbericht zitierten Dokumenten findet sich keine Lehre, 
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INTERNATIONALER VORLAUFIGER Internalionalos Aktenzeichen 

BERICHT ZUR PATENTIERBARKEIT 

(BEIBLATT) PCT/DE20Q5/Q005S9 

die den mit der obengenanriten Aufgabe befassten Fachrriarin'verahlasseh wufde, deh 
Kraftsensor nach Dokument D1 so zu andern Oder anzupassen, um zu etwas zu gelangen, 
was unter den Anspruch 1 fallt. 

Die Ansprtiche 2-15 sind vom Anspruch 1 abhangig und erfullen damit ebenfalls die 
Erfordernisse des PCT in bezug auf Neuheit und erfinderisclie Tatigkeit. 

Zu Punkt VI 

Es wird auf das folgende Dokunnent venA/iesen: 

D7: WO 2004/077500 A (INFM ISTITUTO NAZIONALE PER LA FISICA DELLA 
MATERIA; BONFIGLIO, ANNALI) 10. September 2004 (2004-09-10) 

Es muss festzustellen, daB der Prioritatstag (2002-02-28) und der Anmeldetag (2004-02- 
27) des internationalen Patentanmeldung D7 vor dem Prioritatstag der vorliegenden 
Anmeldung liegt, und daB der Gegenstand der Anspruche 1-9 der vorliegenden 
Anmeldung von diesem Dokument offenbart wird (siehe die entsprechenden im 
internationalen Recherchenbericht angegebenen Textstellen). 
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Internationale Patentanmcldung Nr 
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Neuer Patent ansprtiche 



1. Kraftsensor auf -der Basis auf einem Substrat (1; 11) 
auf gebrachten organischen Feldef f ekttransistors (10) mit ei- 
5 ner als kraf tsensitive Schicht wirkenden aktiven Schicht (5) 
aus Pentazen, Fluoren oder Thiopeh zwischen seiner Sourcee- 
lektrode (7) und seiner Drainelektrode (4), bei dem sich eine 
auf den Transistor einwirkende mechanische Kraft auf die ak- 
tive Schicht (5) iibertragt, die eine dieser Kraft entspre- 
10 chende Anderung der Source-Drainspannung oder des Source- 
Drainstroms (Id) des organischen Feldef f ekttransistors (10) 
■ verursacht, die jeweils als Messgrdiie (Vmesa^ Imess) fur die 
einwirkende Kraft erfassbar sind. 



15 2, Kraftsensor nach Anspruch \, 

dadurch gekennzeichnet, 

dass das Substrat (1) aus Glas, Keramik, Kunststoff, einer 

Polymerf olie, Metallfolie oder aus Papier besteht. 

20 3. Kraftsensor nach Anspruch 2, 

dadurch gekennzeichnet, 
dass die Polymerfolie des Substrat s (1) insbesondere Poly- 
ethylen-Naphthalat (PEN), Polyethylen-Terephthalat (PET), Po 
lyimid (PI) , Polycarbonat und/oder Polyethenether-Ketone 

25 (PEEK) aufweist. 



30 



4. Kraftsensor nach einem der vorangehenden Anspriiche, 
dadurch gekennzeichnet, 
dass die erfasste Messgr5fte (Vmess) die Drain-Source-Spannung 
des organischen Feldef f ekttransistors (10) ist, wobei diesem 
zuin Messzeitpunkt eine konstante Gate-'Source-Spannung (Vsteuer) 
und ein konstanter Drain-Strom (Isteuer) anliegen. 
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Internationale Patentanmeldung Nr. 
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Infineon Technologies AG 



13584 
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5. Kraftsensor nach einem der Anspruche 1 bis 3, 
d a d u r c h gekennzeichnet, 

dass die erfasste Messgr5iie der Drainstrom (In,ess) des organi- 
schen Feldef f ekttransistors (10) ist, wobei diesem zum Mess- 
5 zeitpunkt sine konstante Gate-Source-Spanr^ung (Vateuen) und 
eine konstante Drain-Source-Spannung (Vsteuer2) anliegen. 

6. Drucksensor unter Verwendung wenigstens eines Kraftsensors 
nach einem der Anspruche 1 bis 5, wobei das Substrat als de- 

10 formierbare Membran (11) gestaltet ist und die ^aessgrofte dem 
Biegezustand der Membran entspricht. 

7- Ein- Oder zweidimensionaler Positionssensor zur Messung 
der Position einer mechanischen Kraf teinwirkung entlang einer 

15 Linie oder innerhalb einer Flache unter Verwendung einer 

Vielzahl von Kraf tsensoren (lOi, 102^ lOn) nach einem der 

Anspruche 1 bis 6, wobei die Kraf tsensoren (lOi, IO2, . - , 
lOn) in regelmafiigen Abst^nden zueinander in Form einer ein~ 
Oder zweidimensionalen Matrix auf einem gemeinsamen Substrat 

20 angeordnet sind. 

8- Eindimensionaler Positionssensor nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass eine Ansteuer- und Messeinheit (20) mit den Drain- Oder 
25 Sourceanschltissen aller Feldef fekttransistoren zur Ansteue- 

rung und Erfassung der Position der Kraf teinwirkung verbunden 
bzw. -verbindbar ist. 

9. Zweidimensionaler Positionssensor nach Anspruch 8^ 
30 bei dem die organischen Feldef fekttransistoren in Zeilen und 

Spalten angeordnet sind und eine Ansteuer- und Messeinheit 
(20) mit den Drain- oder Sourceanschliissen aller Spalten zur 

Ansteuerung und Erfassung der Spaltenposition der Kraftein- 

wirkung und ein Zeilendecoder (21) mit den Gateanschlussen 
35 der organischen Feldef fekttransistoren zur zeilenweisen Aus- 

wahl und Ansteuerung der organischen Feldef fekttransistoren 

verbunden bzw. verbindbar sind, 
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10. Fingerabdrucksensor unter Verwendung einer Vielzahl von 
in Form einer in""Zeilen und SpaTten untergliederten zweidi- 
mensionalen Matrix in regelmaJiigen AbstSnden auf einem ge- 
meinsamen Substrat angeordneten Kraf tsensoren nach einesm der 
AnsprUche 1 bis 5, wobei eine Ansteuer- und Messeinheit (70) 
mit den Drain- oder Sourceanschltissen der organischen Peldef- 
fekttransistoren in alien Spalten zur Ansteuerung und Erfas- 
sung der Spaltenposition der Kraf teinwirkung und ein Zeilen- 
decoder (21) mit den GateanschlUssen der organischen Feldef- 
f ekttransistoren aller Zeilen zur zeilenweisen Auswahl und 
Erfassung der Position der Kraf teinwirkung in Zeilenrichtung 
verbunden bzw. verbindbar sind. 



11. Fingerabdrucksensor nach Anspruch 10, 
15 dadurch gekennzeichnet^ 

dass wenigstens eine schweifiresistente Schutzschicht (30, 31; 
32) als Schutz gegen Eindringen von Wasser und organischen 
Kontaminationen Uber der aktiven Schicht (5) der organischen 
Feldeff ekttransistoren vorgesehen ist. 



20 



25 



12. Fingerabdrucksensor nach Anspruch 11, 

dadurch gek en nzeichnet, 

dass die Schutzschicht aus einem perf luorierten Material be- 

steht . 



13. Fingerabdrucksensor nach Anspruch 11, 
dadurch gekennzeichnet, 
dass eine erste Schutzschicht (30) aus einem hydrophoben Ma- 
terial und eine zweite Schutzschicht (31) aus einem hydrophi- 
30 len Polymer besteht, das als Dif f usionsbarriere gegen li- 
pophile Verunreinigungsstof fe wirkt. 



35 



14. Fingerabdrucksensor nach Anspruch 13, 
dadurch gekennzeichnet, 
dass die erste Schutzschicht (30) die zweite Schutzschicht 
(31) bedeckt. 
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15. Fingerabdrucksensor nach Anspruch 13, 
dadurch g e'k e n nf z e i c h n e t , 

dass die zweite Schutzschicht (31) die erste Schutzschicht 
(30) bedeckt. 



^ithtel ;66-O_8-2006 j [CLMSPAMD 



Internationale Patentanmcldung Nr, 

PCT/DE2005/000559 

Infineon Technologies AG 



4) 



GEAENDERTES BLATT 



123-12-2005; 



